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酸化ガリウム（β-Ga2O3）は、バンドギャップが約 4.5 eV と大きく、高い耐圧が期待できること

からパワーデバイス材料として注目されている。これまで我々は (010) 基板上に MBE により形

成したMOSFETにおいて、750 Vを超える耐圧を示してきた[1]。また、Ga2O3にドープした窒素 (N)
が高抵抗化に寄与することを示してきた[2,3]。今回、RF プラズマを用いた MBE (RF-MBE)により

成長したβ-Ga2O3 結晶中の N 濃度と成長条件との関係について調べた。 
 成長には、β-Ga2O3 (010) 基板を用い、高純度 Ga メタル（純度 7N）および 高純度酸素ガス（O2, 
純度 6N5）を源とした RF プラズマにより成長した。図 1 に O2流量 2 sccm、プラズマパワー 250 
W にて Ga の分子線強度を変えて成長した際の成長速度の変化（●プロット）を示す。比較のた

めオゾンを酸素源に用いて成長した（Ozone-MBE）結果（■プロット）[4]も併せて示す。Ozone-MBE
の場合と同様に成長速度は Ga のビーム強度に対してピーク特性を示し、高 Ga 域で成長速度は低

下する。Ga のビーム強度~3.5E-7 Torr 以上で Ga 過剰条件になることを示している。図 2 に Ga の

ビーム強度 1.8E-7 Torr にて O2 流量を 1.0 sccm (a)、3.0 sccm (b)と変えて成長した結晶の N 濃度

（SIMS 測定）を示す。O2流量が 3.0 sccm と高い条件では、N 濃度は 1E17 cm-3 程度であるのに対

し、O2 流量が低い条件では 1E18 cm-3 と 1 桁も高くなっている。N の取り込みが成長時の O/Ga 供

給比に強く依存することを示唆している。 
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Fig. 1. Growth rate as a function of the Ga 
beam intensity. Fig. 2. N concentrations measured by SIMS.  

(a) O
2
: 1.0 sccm (b) O

2
: 3.0 sccm 

第65回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2018 早稲田大学・西早稲田キャンパス)19p-P11-18 

© 2018年 応用物理学会 16-051 21.1


